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【はじめに】我々は、低炭素雰囲気でのプラズマ処理と通電加熱法を組み合わせることで、これまで

のプラズマ CVD 法と比較してグラフェンの品質が格段に向上することを見出し[1]、合成したグラフェ

ンのホール移動度は 1,000 cm2/Vs 程度であった[2]。一方、更なる高品質化のためには、グラフェンの

電気伝導特性の要因について議論する必要がある。例えばグラフェンのドメインサイズやドメイン間

の接触抵抗、ドメイン自身の抵抗などがあげられる。本研究では、プラズマ処理により合成したグラ

フェンのドメインサイズの大きさと伝導度の関連性について調べた。 

【実験結果】シート抵抗を測定した van der Pauw 素子に対してラマンマッピングを行い、D バンドと G

バンドの強度比からドメインサイズを見積もった。グラフェンのドメインサイズと一層あたりの伝導

度（図 1）には、比例関係があるように見える。グラフェンのドメインサイズの増大とともにドメイン

エッジでの接触領域が増大し、ドメイン間の接触抵抗が線形的に減少すると考えると、上記関係性を

矛盾なく説明することができる。 
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図 1 グラフェンの伝導度とドメインサイズの関係 
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